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【序文】開発した方法を用いて[1]，マクロステップを有するAlN上のAlGa1-N (=  )

内部に形成された GaNモル分率の高い領域（current pathway）の組成分析を行った．  

【実験】走査型透過電子顕微鏡(STEM)-エネルギー分散型 X線分光(EDS)の信号を Rutherford後方

散乱(RBS)により補正した結果，current pathwayの組成は AlyGa1-yN (y~n/12; n=7, 6, 5)が得られた．

current pathway以外の AlN組成が高い領域(AlzGa1-zN)では，(z~n/12; n=8, 7, 6)が観測された．我々

の既報でも，y~8/12, z~9/12が見られた[1]．STEMによる current pathway の nano-beam電子線回折

像は，c[0001]軸方向への明確な積層を示さなかった．従って，c(0001)面内の規則的なⅢ族原子配

列が，Aln/12Ga1-n/12N組成(n; 整数)と関係している可能性が高いことが示唆された． 

【考察】InGaN系では，In1/3Ga2/3Nと In2/3Ga1/3Nの c面内の規則的配列が計算で予測され，m[1-100]

軸方向からの原子画像は (In, Ga, Ga)の配列を微かに示す実例がある[2,3]．Al1/2Ga1/2N の c(0001)

面内配列は，[1-101]方向からの電子線回折で予測されている[4]．InGaNと AlGaNとの類似性から

想定した Fig. 1 (a) Al1/3Ga2/3N，(b) Al2/3Ga1/3N，(c) Al1/2Ga1/2Nの c(0001)面内の配列を用いれば，2

層以内で Aln/12Ga1-n/12N組成(n=5–9)の出現を簡素化して説明できる． 

 

Fig. 1 Configuration models of Al and Ga atoms in c(0001) plane for (a) Al1/3Ga2/3N, (b) Al2/3Ga1/3N, (c) 

Al1/2Ga1/2N. Al5/12Ga7/12N and Al7/12Ga5/12N can be described by {(a)+(c)}/2 and {(b)+(c)}/2, respectively. 
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